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I4C6. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРВОГО 1СРИТШЕСКОГО ПОЛЯ Н м МОНОКРИСТАЛЛОВ
Р&-Зп, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ДИСЛОКАЦИЯМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 5

j
Белошапка В.Я., Платков В.Я.

Физико-технический институт низких температур АН УССР, г.Харькои

Критические параметры неоднородных сверхпроводников могут от 
хичаться от параметров однородного сверхпроводника. Среди других 
дефектов дислокации также могут влиять на сверхпроводящие свойст- 
■за /I/. Можно ожидать, что в сверхпроводниках второго рода наличие 
дислокаций приведет к локальному изменению не только Нкг, но и Ик* 
Поскольку локальное изменение сверхпроводящих свойств происходит 
вокруг дислокаций, то это должно сказаться на их динамическом по 
ведении, вследствие чего к локальным сверхпроводящим свойством оу 
дет чувствительно внутреннее трение. Эффект может быть ярко вирп 
:<ен, если в кристалле имеются свежевведенные дислокации, упругие 
юля которых нескомпенсированы блокирующими их точечными дефектный 
3 связи с этим предпринято исследование внутреннего трения, обус­
ловленного свежевведенными дислокациями, в зависимости от величи 
яы внешнего поля Н в области полей меньших Н j.

Измерения проведены на монокристаллах Рб+<2у2. отопри 1,5 и
4.2 К. Свежие дислокации вводились ультразвуковой деформацией 1фи
4.2 К„ Декремент затухания S’ и 'дефект модуля измерялись ни
частоте—73 кГц. Направление продольных колебаний совпадало о ими 
равлением Н. Магнитная индукция измерялась баллистическим 
методом.

Ранее показано /2/, что в отожженных монокристаллах 
: области полей от 0 до HKj не зависят от Н. Обнаружено, что и до 
формированных при 4,2 К образцах 2> и начинают завиооть пт II
при Н— 0,2 Нкт0> где Нк1о - первое критическое поле отсаженного 
кристалла ( см. рис.). При Н>0,2 Нк1о декремент , измерении» при 
фиксированной амплитуде деформации £' , уменьшается вплоть до но* 
лей Н^ Н к1о. При дальнейшем росте Н декремент резко возрастит И 
достигает своего первоначального значения. Аналогичный минимум 
имел место на кривой S" (Н), полученной на монокристаллах I Xjbjjk 
и Pl>+Va . Отметим, что последний являлся сверхпроводникам 
вого рода. Зависимость А ^%(Н) была аналогичной зависимости 8"
Была измерена также зависимость*# (Ю недеформированного {.риотЦУ 
ла (см. рис.). Понижение температуры от 4,2 до 1,5 К ушитчиинн
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Н, при котором нала»»..... . ми......гм и**., ...... * ......  ' " | 1
и Д 1 % (Н ) ,  npoii.................. . ..................  ..................... . , ,л '
лейормации, поим ............. " .  "I"* «••• “ *
.ш у и , не зависит ..т .•/. . И-м...... ,l,uu1 , К И н1.>

дило к тому, чт< :ш!1Ч1;1И1Ш и л М ^ , „мм. , .-„иж- »М»
включения и при Н=0 после выключения ноля II, iw иоинадили.

Наблюдавшиеся зависимости одноаначно показали, что н обра­
зец, содериащий свежевввд*н- 
ш е  дислокации, магнитный 
поток проникает при полях 
много маиыаих HKj0 С начи­
ная с полей 4 .0, 2 ^к1о^ м 
приложение даже столь малых 
полей сопровождается захва­
том магнитного потока в об­
разце. Такое аномальное про­
никновение мавнитного пото­
ка и его захват обусловлены 
сзезкевведенными дислокация­
ми с нескомпенсировавными 
упругими полями. Вокруг яд­
ра краевой дислокации имеют­

ся области сжатия и растяжения, поэтому окрестность ядра предс­
тавляет собой диполь, в области которого сверхпроводящие паг«- 
!*етры выше и ниже, чек в однородном кристалле. Проникновение 
магнитного поля при Н<Нк1о и сильная связь мезду вихрем Абри­
косова и дислокацией обусловлены локальным понижением первого 
критического поля в окрестности дислокации.
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